general purpose and switching diode selector guide

A guide de sélection
THOMSON-CSF diodes de commutation et usage général
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1IN 456 . >300 ns
BAX 12 t,; = 15..120 ns M Ultra fast diode t,, < 0,75 ns C<0,8 pF 3): Controlled avalanche diode. DO 35 case (CB-102)
Diode ultra rapide t,,< 0,75 ns C<0,8 pF " Diode 4 avalanche controlée, DO 35 boftier (CB-102)

. Very low leakage diode - . DO 34 case (CB-104)
tr<6ns 2): Diode 4 faible courant de fuite 'R< TPA@VR =125V (4): b5 oy vier (CB-104)
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silicon signal diodes I\
diodes de signal au silicium THOMSON-CSF
Type VR-VERM lo |VF / IF IR / VR IR / VR c twe / I Case
max max jmax max max max | max
) {(mA)] (V) (mA) ] (nA) V) | LA) V) (pF) |ks) (mA)
low leakage Tamb = 25°C faible courant de fuite
1N 458 A 125 5
1N 3595 125 8 3 10
1N 3595 E 1 125 8 3 10
1N 3595 E 2 125 8 3 10
1IN 3595 E3 125 8 3 10
Do 7*
1IN 3595 S 125 8 3 10 (CB-26)
* Available on request in CB-127 case. Designation : 1N...DHD or BA...DHD.
*{ ivrable sur demande en boitier CB-127. Appellation commerciale : 1N...DHD ou BA...DHD.
Type VRVRM | 'F | WRrM | VF / IF IR /VR] C ty / If Case
max max | max max max | max
V) (mA)| (mJ)} (V) (mA)] (nA) (V)] (pP) } (ns) (mA)
switching {avalanche types) Tamb = 25°C commutation {types a avalanche)
BAW21 A 5 (125 400 | 100 703 |30 30
BAW21 B 5 1,25 400 100 90 | 35 300 30
AABAX 12 5 1,25 400 100 90 § 35 50 30
AABAX 14 1,1 300 100 20 | 35 50 30
DO 35
_Devices under CCQ/CCT Devices under CCQ/CECC 1C8-102)
" Dispositifs soumis au CCQ/CCT * Dispositifs soumis au CCQ/CECC
Type VR-VRm|{ lo VE/Ig | IR/VR]| R/ VR] C |t/ IF Case
Tamb 150°C
max max | max max max max | max
v) {mA)] (V) (mA} (nA} (V)| wA) (V) | (pF) | (ns) (mA)
high current switching Tamb = 25°C commutation fort courant
———
1N 3600 1 200 100 50 1100 50 25
BAY 41 1 200 {5000 40 | 30 40 5
BAY 42 1 200 15000 60 | 30(2) 60 5 .
BAY 74 1,1 300 | 100 35 {100 35 |3 (Co26)
SFD 79 1,1 10 11000 25 | 50 (2) 10 4
A1N 4150 1 200 | 100 50 {100 50 25
37 DP4 1,1 400 100 60 [100 (2) 60 3
BAW 55 1 200 100 60 4
1 * Available on request in CB-127 case. c8127
F _Devices under CCQ/CECC . Designation : 1N...DHD or BA...DHD.
= " Di jtif: i CCQ/CECC  *Livrable sur demande en boitier CB-127.
2) Tamb = 100°C SpoSITIS soumis au Appellation commerciale : 1N...DHD ou BA...DHD.
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